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Visparéja informacija
Kods DEO0100
Nosaukums Cietvielas elektronikas elementi

Studiju kursa statuss programma

Obligatais/Ierobezotas izveles
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Apjoms dalas un kreditpunktos
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Studiju kursa Tstenosanas valodas

LV, EN

Anotacija

Studiju kursa studenti tiek iepazistinati ar cietvielas atomari-kristaliskam un mikro-struktiiram.
Tiek apskatiti fizikalas statistikas elementi, cietvielas zonu struktiiras un kinétiskas paradibas, ka
arT cietvielu kontaktparadibas. Tiek skaidrotas integrétas cietvielas elektronikas, mikro- un nano-
elektronikas attistibas tendences. Kursa ietvaros iegiitas zinasanas ir ipasi noderigas, iesaistoties
miusdienu integralo shému izstrade, vai veicot integralo shému raksturparametru un Ipatnibu izpéti.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetence€s un
prasmes

Studiju kursa mérkis ir sniegt padzilinatas zinasanas cietvielu elektronikas procesos.
Studiju kursa uzdevumi:

1. Sniegt izpratni par vielas kristalisko stavokli un izrietoSiem parametriem;

2. Iepazistinat stud€joso ar zonu diagrammu struktiiram un to analizes metodém,

3. Veicinat izpratni par cietvielas iek$&jiem kontaktiem un elektronprocesiem,

4. Attistit prasmes orientéties cietvielas elektronikas tehnologiska bazé un pielietojumiem.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi

1. Patstaviga gatavosanas kontroldarbiem. Uzdevums: veicinat sistematisku materiala apguvi,
identificét sliktak apgutas koncepcijas.

2. Patstaviga zinatnisko publikaciju izpete. Uzdevums: veicinat informacijas mekleSanas,
atlasi$anas un analizes prasmes par uzdoto t€mu.
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NepiecieSsamas priek$zina$anas

Pusvaditaju elektronikas pamati

Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika Nepilna laika
klatienes studijas neklatienes studijas
Kontakt | Patstav. | Kontakt | Patstav.
stundas darbs stundas darbs

1. Atomdalinu mijiedarbibas; Lennarda-DZounsa potencials; cietas vielas modeli. 2 3 0 0
2. Cieto lozu modelis; kristaliskas struktiiras koordinacijas skaitlis, struktiiras stabilitates robezas. 2 3 0 0
3. Idealo kristalu grupas; atomdalinu visblivaka sakartojuma kristaliskas struktiiras, Millera indeksi. 2 3 0 0
4. Vielas cietvielas stavoklu struktiiras Tpatnibas; cietu vielu veido$anas procesi. 2 3 0 0
5. Monokristali, polikristali, nanokristali, amorfas vielas, fulleréni, graféni, nanocaurulites. 2 3 0 0
6. Mikrodalinu kolektivi; mikrodalinu identitates biitiba. 2 3 0 0
7. Pauli aizlieguma princips; mikrodalinas — bozoni un fermioni. 2 3 0 0
8. Degeneréti un nedegeréti kolektivi; stavoklu skaits sist€émas. 2 3 0 0
9. Kimiska potenciala butiba; Fermi energija. 2 3 0 0
10. Klasiska un bozonu statistikas; to pielictojumi. 2 3 0 0
11. Elektronu (fermionu) statistika. Statistiku savstarpg&jie salidzinajumi. 2 3 0 0
12. Briva un ierobezota elektrona kvantmehaniskie raksturojumi; kvantu: bedres, vadi un punkti. 2 3 0 0
13. Elektroni kristalos: vajas un stipras saites modelis. 2 3 0 0
14. Kroniga-Penni modelis. 2 3 0 0
15. Tipiskas zonu struktiiras. 2 3 0 0
16. Elektronu efektiva masa; ladinnesgji - elektroni un caurumi. 2 3 0 0




17.

Elektronu augsta kustiguma (HEMT) ierices.

18.

Hola efekts un ierices.

19.

Magnetorezistivas paradibas. Spintronikas elementi.

20.

Magnétiskas un magnetooptiskas ierakstu vides.

21.

Kontakti metals-pusvaditajs.

22.

Stravu taisnojoSie un omiskie kontakti.

23.

Sotki barjeras un diodes.

24.

Krasas un laidenas parejas; to raksturojumi un ipasibas.

25.

Ladinu uzkrasanas un parslég§anas procesi.

26.

Parejas caursites procesi.

27.

Parejas ekvivalentas shémas; kapacitates.

28.

,p-n” pareju pusvaditajierices.

29.

Gaismas diodes.

30.

Heteroparejas. Uz heteroparejam bazetas ierices.

31

. Cietvielas informacijas uzkrajgji.

32.

Optiskas ierakstu vides.

33.

Magnétiskas ierakstu vides.

34.

Mikroelektronikas planaras tehnologijas biitiba un iespéjas.

35.

Integrétie pasivie elementi.

36.

Si un SiGe tehnologijas, to iespéjas.

37.

GaAs (A3B5) tehnologijas, to iespéjas.

38.

Augsto frekvencu mikroelektronika — monolitas mikrovilnu integralas shémas (MMIC).
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39. Mikroelektronikas jaunako izstradajumu bitiba (tunelrezonanses, viena elektrona,
mikromehanikas, u.c.).
40. Cietvielas elektronikas (mikroelektronikas) attistibas prognozes: Mira likumi, izstradajumu 2 3 0 0
dzives cikli.
Kopa: 80 120 0 0

Sasniedzamie studiju rezultati un to vérté¥ana

Sasniedzamie studiju rezultati

Rezultatu vertéSanas metodes

Spéj brivi lasit noraditas, ar cietvielas elektroniku saistitas originalpublikacijas

Kontroldarbi. Eksamens.

Prot, pamatojoties uz apgiita materiala bazes, izdarit secinajumus par konkrétas cietvielas ierices

iesp&jam un trikumiem

Kontroldarbi. Eksamens.

Spéj ekstrapolét iegiitds zinasanas attieciba uz jaunakajiem izstradajumiem, to tehnologijam

Kontroldarbi. Eksamens.

Orientgjas un spgj izprast un iedzilinaties cietvielas elektronikas izstradajumu uzbtivé

Kontroldarbi. Eksamens.

Studiju rezultatu vértéSanas kritériji

Kriterijs % no kopgja vertejuma
Kontroldarbi 50
Eksamens 50
Kopa: 100
Studiju kursa planojums
Dala KP Stundas Parbaudijumi
Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksam. Darbs

1. 7.0 80.0 0.0 0.0
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